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【はじめに】β-Ga2O3は，禁制帯幅 4.4 ~4.6 eV のワイドバンドギャップ半導体であり，パワー半

導体として期待されている．最近我々は，(01
_

0)面上に作製した β-Ga2O3ショットキーバリアダイ

オード(SBD)のリーク電流値と SBD領域の転位欠陥密度に強い相関があることを報告したが[1]，

今回，我々は(001)面上に作製した SBD の特性と欠陥との関係について調べたので報告する． 

【実験】試料は，EFG 法で[010]方向に引き上げた-Ga2O3単結晶を(001)面で切り出した板状の基

板単結晶である．裏面全面に Ti/Au，表面に Ni/Au電極（直径 350 m）をピクセル状に蒸着して

434 個の縦型 SBD を作製し，電気特性を評価した．次に，熱リン酸でエッチングし，表面に現れ

たエッチピットを微分干渉顕微鏡(DIC)および走査型電子顕微鏡(SEM)で観察して欠陥分布を調

べた． 

【結果と考察】エッチング後の SBD 領域の DIC 像を Fig. 1 に示す．[010]方向に伸びた 2 本の線

状のエッチパターンが確認できる．これは，我々が以前報告した空洞型欠陥に相当すると思われ

る[1]．Fig. 2に IRLeakと素子領域内のエッチピットの合計の長さの相関関係を示す．その結果，相

関関数は r = 0.15となり両者にはほとんど相関が見られなかった．これは(001)面において空洞型

欠陥が，基板面と平行の[010]方向に伸びており，(001)基板結晶を貫通しないためだと思われる． 

【参考文献】[1] M.Kasu et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 1202BB (2016). 

 

Fig. 2 IRLeak of SBDs as functions of line-shaped 

etchpit length. 
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Fig. 1 Optical microscopy image at SBD 

 (area circled by dashed line).  
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